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(57)【要約】      (修正有)

【課題】耐放射線性発光ダイオードランプモジュールを

提供する。

【解決手段】照明光生成構造１と、頂部耐放射線性構造

２と、耐放射線性透光構造３と、底部耐放射線性構造４

と、周囲耐放射線性構造５とを含む。頂部耐放射線性構

造は、照明光生成構造の上方に設置された頂部耐放射線

性素子２０を含む。耐放射線性透光構造は、照明光生成

構造の上方に設置された第１の耐放射線性透光素子３１

と、第１の耐放射線性透光素子の上方に設置された第２

の耐放射線性透光素子３２とを含む。底部耐放射線性構

造は、照明光生成構造の下方に設置された底部耐放射線

性素子４０を含む。周囲耐放射線性構造は、照明光生成

構造の周囲に設置された周囲耐放射線性素子５０を含む

。照明光生成構造は、頂部耐放射線性素子、第１の耐放

射線性透光素子、底部耐放射線性素子、及び周囲耐放射

線性素子に完全に覆われて、照明光生成構造が高放射線

環境下における放射線損傷を軽減する。

【選択図】図６
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
照明光生成構造と、頂部耐放射線性構造と、耐放射線性透光構造と、底部耐放射線性構造
と、周囲耐放射線性構造とを含み、
前記照明光生成構造は、回路基板と、前記回路基板上に設置された複数の発光ダイオード
素子とを含み、
前記頂部耐放射線性構造は、前記照明光生成構造の上方に設置された頂部耐放射線性素子
を含み、
前記耐放射線性透光構造は、前記照明光生成構造の上方に設置された第１の耐放射線性透
光素子と、前記第１の耐放射線性透光素子の上方に設置された第２の耐放射線性透光素子
とを含み、
前記底部耐放射線性構造は、前記照明光生成構造の下方に設置された底部耐放射線性素子
を含み、
前記周囲耐放射線性構造は、前記照明光生成構造の周囲に設置された周囲耐放射線性素子
を含み、
前記耐放射線性透光構造は、前記照明光生成構造と互いに分離するように構成され、前記
底部耐放射線性構造は、前記照明光生成構造の前記回路基板と接触するように構成され、
前記第１の耐放射線性透光素子は、前記照明光生成構造の上方に取り外し可能に設置され
た第１の鉛含有透光素子又は第１のホウ素含有透光素子として構成され、前記第２の耐放
射線性透光素子は、前記照明光生成構造の上方に取り外し可能に設置された第２の鉛含有
透光素子又は第２のホウ素含有透光素子として構成され、
前記照明光生成構造は、前記頂部耐放射線性素子、前記第１の耐放射線性透光素子、前記
底部耐放射線性素子、及び前記周囲耐放射線性素子に完全に覆われている、耐放射線性発
光ダイオードランプモジュール。
【請求項２】
前記照明光生成構造は、前記回路基板上に設置された複数の電子素子と、前記回路基板上
に設置されて複数の前記電子素子を覆う耐放射線性絶縁カバー本体とを更に含み、
各前記発光ダイオード素子は交流発光ダイオードチップとして構成され、各前記電子素子
はコンデンサ素子、インダクタ、抵抗素子、電流制限素子、及び整流素子のうちの一つと
して構成され、前記耐放射線性絶縁カバー本体はチタン含有絶縁カバー本体として構成さ
れ、
各前記発光ダイオード素子を垂直投影すると完全に前記第１の耐放射線性透光素子及び前
記底部耐放射線性構造上に位置しており、各前記電子素子を垂直投影すると完全に前記頂
部耐放射線性素子及び前記底部耐放射線性構造上に位置しており、
前記第１の耐放射線性透光素子はキャリアベース上に取り外し可能に設置され、前記第２
の耐放射線性透光素子はランプハウジング上に取り外し可能に設置され、
前記第１の耐放射線性透光素子が前記第１の鉛含有透光素子として構成される際には、前
記第１の鉛含有透光素子は前記キャリアベース上に取り外し可能に設置された第１の鉛含
有ガラス板又は第１の鉛含有プラスチック板として構成され、
前記第１の耐放射線性透光素子が前記第１のホウ素含有透光素子として構成される際には
、前記第１のホウ素含有透光素子は前記キャリアベース上に取り外し可能に設置された第
１のホウ素含有ガラス板又は第１のホウ素含有プラスチック板として構成され、
前記第２の耐放射線性透光素子が前記第２の鉛含有透光素子として構成される際には、前
記第２の鉛含有透光素子は前記ランプハウジング上に取り外し可能に設置された第２の鉛
含有ガラス板又は第２の鉛含有プラスチック板として構成され、
前記第２の耐放射線性透光素子が前記第２のホウ素含有透光素子として構成される際には
、前記第２のホウ素含有透光素子は前記ランプハウジング上に取り外し可能に設置された
第２のホウ素含有ガラス板又は第２のホウ素含有プラスチック板として構成され、
前記第１の耐放射線性透光素子は貫通孔を有さない第１の耐放射線性透光板として構成さ
れ、前記第２の耐放射線性透光素子は貫通孔を有さない第２の耐放射線性透光板として構
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成され、
前記第１の耐放射線性透光素子は第１の位置制限構造によって前記照明光生成構造の上方
に取り外し可能に設置され、前記第２の耐放射線性透光素子は第２の位置制限構造によっ
て前記第１の耐放射線性透光素子の上方に取り外し可能に設置され、
前記第２の耐放射線性透光素子の外周領域は耐放射線性レベル情報を提供するように構成
される、請求項１に記載の耐放射線性発光ダイオードランプモジュール。
【請求項３】
前記第１の耐放射線性透光素子と前記第２の耐放射線性透光素子は所定距離をあけて互い
に分離するように構成されるか、もしくは互いに積み重なって設置され、
前記第１の耐放射線性透光素子と前記第２の耐放射線性透光素子が前記所定距離をあけて
互いに分離するように構成される際には、前記耐放射線性発光ダイオードランプモジュー
ルは、光反射カバー構造を更に含み、前記光反射カバー構造は前記頂部耐放射線性素子と
前記第１の耐放射線性透光素子との間に設置されており、
前記光反射カバー構造は、前記頂部耐放射線性素子上に設置されたキャリアベースと、取
り囲むように前記キャリアベースに接続された複数の光反射素子とを含み、複数の前記光
反射素子が順に連なって前記キャリアベースを取り囲んでおり、
前記頂部耐放射線性素子は前記キャリアベースを支えるように構成され、前記キャリアベ
ースは前記第１の耐放射線性透光素子を支えるように構成されており、
前記頂部耐放射線性素子は、複数の前記発光ダイオード素子を露出する為の貫通開口を有
し、前記キャリアベースは、複数の前記発光ダイオード素子を露出する為の貫通開口を有
し、
複数の前記発光ダイオード素子が照明ビームを生成するように構成される際には、複数の
前記発光ダイオード素子が生成する前記照明ビームは、前記頂部耐放射線性素子の前記貫
通開口、前記キャリアベースの前記貫通開口、前記第１の耐放射線性透光素子、及び前記
第２の耐放射線性透光素子をこの順に通過する、請求項１に記載の耐放射線性発光ダイオ
ードランプモジュール。
【請求項４】
前記耐放射線性発光ダイオードランプモジュールは、耐放射線性ランプ支持構造を更に含
み、前記耐放射線性ランプ支持構造は、ランプハウジングと、前記ランプハウジング上に
取り外し可能に設置されたステンレスキャリアと、前記ランプハウジング内に取り外し可
能に設置されたグラファイト含有基板と、前記グラファイト含有基板上に取り外し可能に
設置されたアルミニウム含有基板とを含み、
前記ランプハウジングは取り外し可能且つ可動的に天井サポート構造上に設置され、前記
アルミニウム含有基板は、前記底部耐放射線性素子と、前記周囲耐放射線性素子とを支え
るように構成され、
前記頂部耐放射線性素子は前記照明光生成構造上に取り外し可能に設置された鉛含有取り
囲みカバープレートとして構成され、前記底部耐放射線性素子は取り外し可能に前記回路
基板に接触する耐放射線性放熱素子として構成され、前記周囲耐放射線性素子は取り外し
可能に前記頂部耐放射線性素子、前記照明光生成構造、及び前記底部耐放射線性素子を取
り囲むタングステン含有取り囲みカバープレートとして構成され、
前記頂部耐放射線性素子の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前記
第１の耐放射線性透光素子の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前
記第２の耐放射線性透光素子の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、
前記底部耐放射線性素子の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前記
周囲耐放射線性素子の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前記ステ
ンレスキャリアの厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前記グラファ
イト含有基板の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前記アルミニウ
ム含有基板の厚みが３０００μｍ乃至７０００μｍの範囲内である、請求項１に記載の耐
放射線性発光ダイオードランプモジュール。
【請求項５】
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照明光生成構造と、頂部耐放射線性構造と、耐放射線性透光構造と、底部耐放射線性構造
と、周囲耐放射線性構造とを含み、
前記照明光生成構造は、回路基板と、前記回路基板上に設置された複数の発光ダイオード
素子とを含み、
前記頂部耐放射線性構造は、前記照明光生成構造の上方に設置された頂部耐放射線性素子
を含み、
前記耐放射線性透光構造は、前記照明光生成構造の上方に設置された第１の耐放射線性透
光素子と、前記第１の耐放射線性透光素子の上方に設置された第２の耐放射線性透光素子
とを含み、
前記底部耐放射線性構造は、前記照明光生成構造の下方に設置された底部耐放射線性素子
を含み、
前記周囲耐放射線性構造は、前記照明光生成構造の周囲に設置された周囲耐放射線性素子
を含み、
前記第１の耐放射線性透光素子は、前記照明光生成構造の上方に取り外し可能に設置され
た第１の鉛含有透光素子又は第１のホウ素含有透光素子として構成され、前記第２の耐放
射線性透光素子は、前記照明光生成構造の上方に取り外し可能に設置された第２の鉛含有
透光素子又は第２のホウ素含有透光素子として構成される、耐放射線性発光ダイオードラ
ンプモジュール。
【請求項６】
前記照明光生成構造は、前記回路基板上に設置された複数の電子素子と、前記回路基板上
に設置されて複数の前記電子素子を覆う耐放射線性絶縁カバー本体とを更に含み、
各前記発光ダイオード素子は交流発光ダイオードチップとして構成され、各前記電子素子
はコンデンサ素子、インダクタ、抵抗素子、電流制限素子、及び整流素子のうちの一つと
して構成され、前記耐放射線性絶縁カバー本体はチタン含有絶縁カバー本体として構成さ
れ、
各前記発光ダイオード素子を垂直投影すると完全に前記第１の耐放射線性透光素子及び前
記底部耐放射線性構造上に位置しており、各前記電子素子を垂直投影すると完全に前記頂
部耐放射線性素子及び前記底部耐放射線性構造上に位置しており、
前記第１の耐放射線性透光素子はキャリアベース上に取り外し可能に設置され、前記第２
の耐放射線性透光素子はランプハウジング上に取り外し可能に設置され、
前記第１の耐放射線性透光素子が前記第１の鉛含有透光素子として構成される際には、前
記第１の鉛含有透光素子は前記キャリアベース上に取り外し可能に設置された第１の鉛含
有ガラス板又は第１の鉛含有プラスチック板として構成され、
前記第１の耐放射線性透光素子が前記第１のホウ素含有透光素子として構成される際には
、前記第１のホウ素含有透光素子は前記キャリアベース上に取り外し可能に設置された第
１のホウ素含有ガラス板又は第１のホウ素含有プラスチック板として構成され、
前記第２の耐放射線性透光素子が前記第２の鉛含有透光素子として構成される際には、前
記第２の鉛含有透光素子は前記ランプハウジング上に取り外し可能に設置された第２の鉛
含有ガラス板又は第２の鉛含有プラスチック板として構成され、
前記第２の耐放射線性透光素子が前記第２のホウ素含有透光素子として構成される際には
、前記第２のホウ素含有透光素子は前記ランプハウジング上に取り外し可能に設置された
第２のホウ素含有ガラス板又は第２のホウ素含有プラスチック板として構成され、
前記第１の耐放射線性透光素子は貫通孔を有さない第１の耐放射線性透光板として構成さ
れ、前記第２の耐放射線性透光素子は貫通孔を有さない第２の耐放射線性透光板として構
成され、
前記第１の耐放射線性透光素子は第１の位置制限構造によって前記照明光生成構造の上方
に取り外し可能に設置され、前記第２の耐放射線性透光素子は第２の位置制限構造によっ
て前記第１の耐放射線性透光素子の上方に取り外し可能に設置され、
前記第２の耐放射線性透光素子の外周領域は耐放射線性レベル情報を提供するように構成
される、請求項５に記載の耐放射線性発光ダイオードランプモジュール。

10

20

30

40

50



(5) JP　3252670　U　2025.9.1

【請求項７】
前記第１の耐放射線性透光素子と前記第２の耐放射線性透光素子は所定距離をあけて互い
に分離するように構成されるか、もしくは互いに積み重なって設置され、
前記第１の耐放射線性透光素子と前記第２の耐放射線性透光素子が前記所定距離をあけて
互いに分離するように構成される際には、前記耐放射線性発光ダイオードランプモジュー
ルは、光反射カバー構造を更に含み、前記光反射カバー構造は前記頂部耐放射線性素子と
前記第１の耐放射線性透光素子との間に設置されており、
前記光反射カバー構造は、前記頂部耐放射線性素子上に設置されたキャリアベースと、取
り囲むように前記キャリアベースに接続された複数の光反射素子とを含み、複数の前記光
反射素子が順に連なって前記キャリアベースを取り囲んでおり、
前記頂部耐放射線性素子は前記キャリアベースを支えるように構成され、前記キャリアベ
ースは前記第１の耐放射線性透光素子を支えるように構成されており、
前記頂部耐放射線性素子は、複数の前記発光ダイオード素子を露出する為の貫通開口を有
し、前記キャリアベースは、複数の前記発光ダイオード素子を露出する為の貫通開口を有
し、
複数の前記発光ダイオード素子が照明ビームを生成するように構成される際には、複数の
前記発光ダイオード素子が生成する前記照明ビームは、前記頂部耐放射線性素子の前記貫
通開口、前記キャリアベースの前記貫通開口、前記第１の耐放射線性透光素子、及び前記
第２の耐放射線性透光素子をこの順に通過する、請求項５に記載の耐放射線性発光ダイオ
ードランプモジュール。
【請求項８】
前記耐放射線性発光ダイオードランプモジュールは、耐放射線性ランプ支持構造を更に含
み、前記耐放射線性ランプ支持構造は、ランプハウジングと、前記ランプハウジング上に
取り外し可能に設置されたステンレスキャリアと、前記ランプハウジング内に取り外し可
能に設置されたグラファイト含有基板と、前記グラファイト含有基板上に取り外し可能に
設置されたアルミニウム含有基板とを含み、
前記ランプハウジングは取り外し可能且つ可動的に天井サポート構造上に設置され、前記
アルミニウム含有基板は、前記底部耐放射線性素子と、前記周囲耐放射線性素子とを支え
るように構成され、
前記頂部耐放射線性素子は前記照明光生成構造上に取り外し可能に設置された鉛含有取り
囲みカバープレートとして構成され、前記底部耐放射線性素子は取り外し可能に前記回路
基板に接触する耐放射線性放熱素子として構成され、前記周囲耐放射線性素子は取り外し
可能に前記頂部耐放射線性素子、前記照明光生成構造、及び前記底部耐放射線性素子を取
り囲むタングステン含有取り囲みカバープレートとして構成され、
前記頂部耐放射線性素子の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前記
第１の耐放射線性透光素子の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前
記第２の耐放射線性透光素子の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、
前記底部耐放射線性素子の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前記
周囲耐放射線性素子の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前記ステ
ンレスキャリアの厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前記グラファ
イト含有基板の厚みが１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内であって、前記アルミニウ
ム含有基板の厚みが３０００μｍ乃至７０００μｍの範囲内である、請求項５に記載の耐
放射線性発光ダイオードランプモジュール。
【請求項９】
照明光生成構造と、頂部耐放射線性構造と、耐放射線性透光構造と、底部耐放射線性構造
と、周囲耐放射線性構造とを含み、
前記照明光生成構造は、回路基板と、前記回路基板上に設置された複数の発光ダイオード
素子とを含み、
前記頂部耐放射線性構造は、前記照明光生成構造の上方に設置された頂部耐放射線性素子
を含み、
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前記耐放射線性透光構造は、前記照明光生成構造の上方に設置された第１の耐放射線性透
光素子と、前記第１の耐放射線性透光素子の上方に設置された第２の耐放射線性透光素子
とを含み、
前記底部耐放射線性構造は、前記照明光生成構造の下方に設置された底部耐放射線性素子
を含み、
前記周囲耐放射線性構造は、前記照明光生成構造の周囲に設置された周囲耐放射線性素子
を含み、
前記照明光生成構造は、前記頂部耐放射線性素子、前記第１の耐放射線性透光素子、前記
底部耐放射線性素子、及び前記周囲耐放射線性素子に完全に覆われている、耐放射線性発
光ダイオードランプモジュール。
【請求項１０】
前記照明光生成構造は、前記回路基板上に設置された複数の電子素子と、前記回路基板上
に設置されて複数の前記電子素子を覆う耐放射線性絶縁カバー本体とを更に含み、
各前記発光ダイオード素子を垂直投影すると完全に前記第１の耐放射線性透光素子及び前
記底部耐放射線性構造上に位置しており、各前記電子素子を垂直投影すると完全に前記頂
部耐放射線性素子及び前記底部耐放射線性構造上に位置しており、
前記第１の耐放射線性透光素子は貫通孔を有さない第１の耐放射線性透光板として構成さ
れ、前記第２の耐放射線性透光素子は貫通孔を有さない第２の耐放射線性透光板として構
成され、
前記第１の耐放射線性透光素子は第１の位置制限構造によって前記照明光生成構造の上方
に取り外し可能に設置され、前記第２の耐放射線性透光素子は第２の位置制限構造によっ
て前記第１の耐放射線性透光素子の上方に取り外し可能に設置され、
前記第２の耐放射線性透光素子の外周領域は耐放射線性レベル情報を提供するように構成
され、
前記耐放射線性発光ダイオードランプモジュールは、光反射カバー構造を更に含み、前記
光反射カバー構造は前記頂部耐放射線性素子と前記第１の耐放射線性透光素子との間に設
置されており、
前記光反射カバー構造は、前記頂部耐放射線性素子上に設置されたキャリアベースと、取
り囲むように前記キャリアベースに接続された複数の光反射素子とを含み、複数の前記光
反射素子が順に連なって前記キャリアベースを取り囲んでおり、
前記耐放射線性発光ダイオードランプモジュールは、耐放射線性ランプ支持構造を更に含
み、前記耐放射線性ランプ支持構造は、ランプハウジングと、前記ランプハウジング上に
取り外し可能に設置されたステンレスキャリアと、前記ランプハウジング内に取り外し可
能に設置されたグラファイト含有基板と、前記グラファイト含有基板上に取り外し可能に
設置されたアルミニウム含有基板とを含み、
前記頂部耐放射線性素子は前記照明光生成構造上に取り外し可能に設置された鉛含有取り
囲みカバープレートとして構成され、前記底部耐放射線性素子は取り外し可能に前記回路
基板に接触する耐放射線性放熱素子として構成され、前記周囲耐放射線性素子は取り外し
可能に前記頂部耐放射線性素子、前記照明光生成構造、及び前記底部耐放射線性素子を取
り囲むタングステン含有取り囲みカバープレートとして構成される、請求項９に記載の耐
放射線性発光ダイオードランプモジュール。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案はランプモジュールに関し、特には耐放射線性発光ダイオードランプモジュールに
関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の技術では、発光ダイオードランプは高放射線環境下において、放射線損傷（Ｒａｄ
ｉａｔｉｏｎ  ｄａｍａｇｅ）を受けやすく、改善の余地があった。
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【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
本考案が改善又は解決しようとする課題は、従来技術の不足に対し、耐放射線性発光ダイ
オードランプモジュールを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
上記の問題を改善又は解決する為に、本考案の採用する技術的手段の一つは、照明光生成
構造と、頂部耐放射線性構造と、耐放射線性透光構造と、底部耐放射線性構造と、周囲耐
放射線性構造とを含む、耐放射線性発光ダイオードランプモジュールを提供している。照
明光生成構造は、回路基板と、回路基板上に設置された複数の発光ダイオード素子とを含
む。頂部耐放射線性構造は、照明光生成構造の上方に設置された頂部耐放射線性素子を含
む。耐放射線性透光構造は、照明光生成構造の上方に設置された第１の耐放射線性透光素
子と、第１の耐放射線性透光素子の上方に設置された第２の耐放射線性透光素子とを含む
。底部耐放射線性構造は、照明光生成構造の下方に設置された底部耐放射線性素子を含む
。周囲耐放射線性構造は、照明光生成構造の周囲に設置された周囲耐放射線性素子を含む
。耐放射線性透光構造は照明光生成構造とは互いに分離するように構成され、尚且つ底部
耐放射線性構造は照明光生成構造の回路基板と接触するように構成されており、第１の耐
放射線性透光素子は照明光生成構造の上方に取り外し可能に設置された第１の鉛含有透光
素子又は第１のホウ素含有透光素子として構成されており、尚且つ第２の耐放射線性透光
素子は照明光生成構造の上方に取り外し可能に設置された第２の鉛含有透光素子又は第２
のホウ素含有透光素子として構成されており、照明光生成構造は、頂部耐放射線性素子、
第１の耐放射線性透光素子、底部耐放射線性素子、及び周囲耐放射線性素子に完全に覆わ
れている。
【０００５】
上記の問題を改善又は解決する為に、本考案の採用する別の技術的手段は、照明光生成構
造と、頂部耐放射線性構造と、耐放射線性透光構造と、底部耐放射線性構造と、周囲耐放
射線性構造とを含む、耐放射線性発光ダイオードランプモジュールを提供している。照明
光生成構造は、回路基板と、回路基板上に設置された複数の発光ダイオード素子とを含む
。頂部耐放射線性構造は、照明光生成構造の上方に設置された頂部耐放射線性素子を含む
。耐放射線性透光構造は、照明光生成構造の上方に設置された第１の耐放射線性透光素子
と、第１の耐放射線性透光素子の上方に設置された第２の耐放射線性透光素子とを含む。
底部耐放射線性構造は、照明光生成構造の下方に設置された底部耐放射線性素子を含む。
周囲耐放射線性構造は、照明光生成構造の周囲に設置された周囲耐放射線性素子を含む。
第１の耐放射線性透光素子は照明光生成構造の上方に取り外し可能に設置された第１の鉛
含有透光素子又は第１のホウ素含有透光素子として構成されており、尚且つ第２の耐放射
線性透光素子は照明光生成構造の上方に取り外し可能に設置された第２の鉛含有透光素子
又は第２のホウ素含有透光素子として構成される。
【０００６】
上記の問題を改善又は解決する為に、本考案の採用する更に別の技術的手段は、照明光生
成構造と、頂部耐放射線性構造と、耐放射線性透光構造と、底部耐放射線性構造と、周囲
耐放射線性構造とを含む、耐放射線性発光ダイオードランプモジュールを提供している。
照明光生成構造は、回路基板と、回路基板上に設置された複数の発光ダイオード素子とを
含む。頂部耐放射線性構造は、照明光生成構造の上方に設置された頂部耐放射線性素子を
含む。耐放射線性透光構造は、照明光生成構造の上方に設置された第１の耐放射線性透光
素子と、第１の耐放射線性透光素子の上方に設置された第２の耐放射線性透光素子とを含
む。底部耐放射線性構造は、照明光生成構造の下方に設置された底部耐放射線性素子を含
む。周囲耐放射線性構造は、照明光生成構造の周囲に設置された周囲耐放射線性素子を含
む。照明光生成構造は、頂部耐放射線性素子、第１の耐放射線性透光素子、底部耐放射線
性素子、及び周囲耐放射線性素子に完全に覆われている。
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【考案の効果】
【０００７】
本考案における有益な効果の一つは、本考案の提供する耐放射線性発光ダイオードランプ
モジュールは、「頂部耐放射線性構造は、照明光生成構造の上方に設置された頂部耐放射
線性素子を含む」、「耐放射線性透光構造は、照明光生成構造の上方に設置された第１の
耐放射線性透光素子と、第１の耐放射線性透光素子の上方に設置された第２の耐放射線性
透光素子とを含む」、「底部耐放射線性構造は、照明光生成構造の下方に設置された底部
耐放射線性素子を含む」、及び「周囲耐放射線性構造は、照明光生成構造の周囲に設置さ
れた周囲耐放射線性素子を含む」といった技術的方案によって、照明光生成構造が高放射
線環境下で受け得る放射線損傷（Ｒａｄｉａｔｉｏｎ  ｄａｍａｇｅ）を軽減するのに用
いられる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本考案の第１の実施例に係る耐放射線性発光ダイオードランプモジュールの斜視
分解模式図。
【図２】本考案の第１の実施例に係る耐放射線性発光ダイオードランプモジュールの部分
斜視分解模式図。
【図３】本考案の第１の実施例に係る耐放射線性発光ダイオードランプモジュールの別の
部分斜視分解模式図。
【図４】本考案の第１の実施例に係る耐放射線性発光ダイオードランプモジュールの斜視
組立模式図。
【図５】図４のＶ－Ｖに沿った断面模式図。
【図６】図５のＶＩ部分の拡大模式図。
【図７】本考案の第１の実施例に係る耐放射線性透光構造の第１の耐放射線性透光素子と
第２の耐放射線性透光素子との相互構成関係を示す模式図。
【図８】本考案の第１の実施例に係る耐放射線性発光ダイオードランプモジュールが取り
外し可能且つ可動的に天井サポート構造上に設置された模式図。
【図９】本考案の第２の実施例に係る耐放射線性透光構造の第１の耐放射線性透光素子と
第２の耐放射線性透光素子との相互構成関係を示す模式図。
【図１０】本考案の第３の実施例に係る耐放射線性透光構造の第１の耐放射線性透光素子
と第２の耐放射線性透光素子との相互構成関係を示す模式図。
【考案を実施するための形態】
【０００９】
本考案の特徴及び技術内容をより一層理解できるように、以下の本考案に係る詳細な説明
と図面を参照するが、提供される説明と図面は、あくまでも参照と説明のためのものであ
り、本考案を制限するものではない。
【００１０】
以下、特定の具体的な実施形態によって本考案に係る「耐放射線性発光ダイオードランプ
モジュール」の実施方式を説明し、当業者は、本明細書に開示された内容に基づいて本考
案の利点と効果を理解することができる。本考案は、他の異なる具体的な実施例によって
実施又は応用でき、本明細書における各細部についても、異なる観点と用途に基づいて、
本考案の構想から逸脱しない限り、各種の修正と変更を行うことができる。本考案の添付
図面は、簡単な模式的説明であり、実際のサイズに基づいて描かれたものではないことを
事前に説明しておく。以下の実施形態に基づいて本考案に係る技術内容を更に詳細に説明
するが、開示される内容によって本考案の保護範囲が制限されるものではない。また、本
明細書において使用される「又は」という用語は、実際の状況に応じて、関連して挙げら
れる項目におけるいずれか１つ又は複数の組み合わせを含むことがある。
【００１１】
図１乃至図１０に合わせて示すように、本考案は少なくとも、照明光生成構造１と、頂部
耐放射線性構造２と、耐放射線性透光構造３と、底部耐放射線性構造４と、周囲耐放射線
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性構造５とを含み得る、耐放射線性発光ダイオードランプモジュールＭを提供する。更に
言えば、照明光生成構造１は少なくとも、回路基板１０と、回路基板１０上に設置された
複数の発光ダイオード素子１１とを含んでもよく、頂部耐放射線性構造２は、照明光生成
構造１の上方に設置された頂部耐放射線性素子２０を少なくとも含み得る。尚、耐放射線
性透光構造３は、照明光生成構造１の上方に設置された第１の耐放射線性透光素子３１と
、第１の耐放射線性透光素子３１の上方に設置された第２の耐放射線性透光素子３２とを
少なくとも含み得る。又、底部耐放射線性構造４は、照明光生成構造１の下方に設置され
た底部耐放射線性素子４０を少なくとも含むことができ、周囲耐放射線性構造５は、照明
光生成構造１の周囲に設置された周囲耐放射線性素子５０を少なくとも含み得る。注意す
べきことは、照明光生成構造１は、頂部耐放射線性素子２０、第１の耐放射線性透光素子
３１、底部耐放射線性素子４０、及び周囲耐放射線性素子５０によって完全に覆われるこ
とで、照明光生成構造１が高放射線環境下において受け得る放射線損傷（Ｒａｄｉａｔｉ
ｏｎ  ｄａｍａｇｅ）を軽減することができる。
【実施例】
【００１２】
［第１の実施例］
図１乃至図８を参照し、本考案の第１の実施例が提供する耐放射線性発光ダイオードラン
プモジュールＭ（又は、耐放射線発光ダイオードランプモジュール）は少なくとも、照明
光生成構造１（又は、光源提供構造）、頂部耐放射線性構造２と、耐放射線性透光構造３
と、底部耐放射線性構造４と、周囲耐放射線性構造５とを含み得る。
【００１３】
更に言えば、図２、図５、及び図６に合わせて示すように、照明光生成構造１は、少なく
とも回路基板１０と、複数の発光ダイオード素子１１とを含んでいてもよく、複数の発光
ダイオード素子１１は回路基板１０上に設置されて、尚且つ回路基板１０に電気的に接続
されていてもよい。例えば、複数の発光ダイオード素子１１は、複数の交流発光ダイオー
ドチップ（例えば、各交流発光ダイオードチップは、パッケージされていないベアチップ
又はベアダイ、もしくはパッケージされたパッケージチップ）として構成されてもよく、
複数の発光ダイオード素子１１は、シリコーン樹脂もしくはエポキシ樹脂（ｅｐｏｘｙ）
によってパッケージすることができる。注意すべきことは、照明光生成構造１は、複数の
電子素子１２と、耐放射線性絶縁カバー本体１３とを更に含んでいてもよい。更に言えば
、複数の電子素子１２は、回路基板１０上に設置されて、尚且つ回路基板１０に電気的に
接続されていてもよく、各電子素子１２は、コンデンサ素子（例えば、従来型コンデンサ
又はチップ型コンデンサ）、インダクタ（例えば、従来型インダクタ又はチップ型インダ
クタ）、抵抗素子（例えば、従来型抵抗素子又はチップ型抵抗素子）、電流制限素子（例
えば、従来型電流リミッタ又はチップ型電流リミッタ）、及び整流素子（例えば、従来型
整流器又はチップ型整流器）における何れか一つ、もしくは任意の種類の電子素子又は電
子チップとして構成することができる。又、耐放射線性絶縁カバー本体１３は、回路基板
１０上に設置されて複数の電子素子１２を覆うことができ、耐放射線性絶縁カバー本体１
３は、チタン含有絶縁カバー本体（例えば、ＰＢＴと、二酸化チタンとを少なくとも含み
得るチタン含有絶縁パッケージ）又は金属含有絶縁カバー本体として構成することができ
る。しかしながら、上述した例は、あくまでも実行可能な実施例の一つにすぎず、本考案
を限定するものではない。
【００１４】
更に言えば、図２、図５、及び図６に合わせて示すように、頂部耐放射線性構造２は、少
なくとも頂部耐放射線性素子２０を含んでいてもよく、頂部耐放射線性素子２０は、照明
光生成構造１の上方に設置されてもよい。例えば、頂部耐放射線性素子２０は、鉛含有取
り囲みカバープレート（又は、金属含有取り囲みカバープレート）として構成されてもよ
く、鉛含有取り囲みカバープレートは、複数のネジによって、照明光生成構造１の耐放射
線性絶縁カバー本体１３上に取り外し可能に設置されてもよい。尚、頂部耐放射線性素子
２０は、複数の発光ダイオード素子１１を露出させる為の貫通開口２０００を有してもよ
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く、頂部耐放射線性素子２０の提供する貫通開口２０００は、複数の発光ダイオード素子
１１に対応して、複数の発光ダイオード素子１１を露出することができる。又、異なる需
要に応じて、頂部耐放射線性素子２０の厚みは、１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内
（例えば、１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内の任意の正の整数）であってもよい。
しかしながら、上述した例は、あくまでも実行可能な実施例の一つにすぎず、本考案を限
定するものではない。
【００１５】
更に言えば、図１、図２、図５、及び図６に合わせて示すように、耐放射線性透光構造３
は、少なくとも第１の耐放射線性透光素子３１と、第２の耐放射線性透光素子３２とを含
むことができ、第１の耐放射線性透光素子３１は、照明光生成構造１の上方に設置するこ
とができ、第２の耐放射線性透光素子３２は、第１の耐放射線性透光素子３１の上方に設
置することができる。例えば、耐放射線性透光構造３は、照明光生成構造１とは所定距離
をあけて、互いに分離するように構成することができ、第１の耐放射線性透光素子３１と
第２の耐放射線性透光素子３２は、所定距離Ｄ（図７に示す通り）をあけて互いに分離す
るように構成することができる。更には、第１の耐放射線性透光素子３１は、照明光生成
構造１の上方に取り外し可能に設置された第１の鉛含有透光素子（又は金属含有透光素子
）又は第１のホウ素含有透光素子（又は非金属含有透光素子）として構成することができ
、第２の耐放射線性透光素子３２は、照明光生成構造１の上方に取り外し可能に設置され
た第２の鉛含有透光素子（又は金属含有透光素子）又は第２のホウ素含有透光素子（又は
非金属含有透光素子）として構成することができる。尚、第１の耐放射線性透光素子３１
は、貫通孔の無い第１の耐放射線性透光板（又は第１の無開孔耐放射線性透光板）として
構成することができ、第２の耐放射線性透光素子３２は、貫通孔の無い第２の耐放射線性
透光板（又は第２の無開孔耐放射線性透光板）として構成することができる。又、異なる
需要に応じて、第１の耐放射線性透光素子３１の厚みは、１０００μｍ乃至５０００μｍ
の範囲内（例えば、１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内の任意の正の整数）であって
もよく、第２の耐放射線性透光素子３２の厚みは、１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲
内（例えば、１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内の任意の正の整数）であってもよい
。注意すべきことは、第１の耐放射線性透光素子３１は、第１の位置制限構造６による位
置制限と固定によって、照明光生成構造１の上方に取り外し可能に設置されてもよく、第
２の耐放射線性透光素子３２は、第２の位置制限構造７による位置制限と固定によって、
第１の耐放射線性透光素子３１の上方に取り外し可能に設置されてもよい。しかしながら
、上述した例は、あくまでも実行可能な実施例の一つにすぎず、本考案を限定するもので
はない。
【００１６】
更に言えば、図２、図５、及び図６に合わせて示すように、底部耐放射線性構造４は、少
なくとも底部耐放射線性素子４０を含んでいてもよく、底部耐放射線性素子４０は、照明
光生成構造１の下方に設置することができる。例えば、底部耐放射線性構造４は、（直接
的又は間接的に）照明光生成構造１の回路基板１０と接触するように構成することができ
る。尚、底部耐放射線性素子４０は、耐放射線性放熱素子（又は金属放熱素子）として構
成することができ、耐放射線性放熱素子は取り外しできるように（直接的又は間接的に）
回路基板１０と接触していてもよい。又、異なる需要に応じて、底部耐放射線性素子４０
の厚みは、１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内（例えば、１０００μｍ乃至５０００
μｍの範囲内の任意の正の整数）であってもよい。しかしながら、上述した例は、あくま
でも実行可能な実施例の一つにすぎず、本考案を限定するものではない。
【００１７】
更に言えば、図２、図５、及び図６に合わせて示すように、周囲耐放射線性構造５は、少
なくとも周囲耐放射線性素子５０を含んでいてもよく、周囲耐放射線性素子５０は、照明
光生成構造１の周囲に設置されていてもよい。例えば、周囲耐放射線性素子５０は、タン
グステン含有取り囲みカバー（又は、金属含有取り囲みカバー）として構成することがで
き、タングステン含有取り囲みカバーは、取り外しできるように、頂部耐放射線性素子２
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０、照明光生成構造１、及び底部耐放射線性素子４０を囲んでいてもよい。又、異なる需
要に応じて、周囲耐放射線性素子５０の厚みは、１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内
（例えば、１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内の任意の正の整数）であってもよい。
注意すべきことは、周囲耐放射線性素子５０は完全且つ連続した取り囲み素子であっても
よく、もしくは周囲耐放射線性素子５０は、電線を通過させる為の溝又はスロットを有し
ていてもよい。しかしながら、上述した例は、あくまでも実行可能な実施例の一つにすぎ
ず、本考案を限定するものではない。
【００１８】
注意すべきことは、例えば、図２、図５、図６、及び図７に合わせて示すように、第１の
耐放射線性透光素子３１と第２の耐放射線性透光素子３２とが所定距離Ｄをあけて互いに
分離するように構成される際（即ち、第１の耐放射線性透光素子３１と第２の耐放射線性
透光素子３２とは互いに独立した二つの光学部材であってもよい）には、耐放射線性発光
ダイオードランプモジュールＭは、光反射カバー構造８を更に含んでもよく、光反射カバ
ー構造８は、頂部耐放射線性素子２０と第１の耐放射線性透光素子３１との間に設置する
ことができる。更に言えば、光反射カバー構造８は、少なくともキャリアベース８１（又
は、キャリア基板）と、複数の光反射素子８２とを含むことができ、キャリアベース８１
は頂部耐放射線性素子２０上に設置することができ、キャリアベース８１は、複数の発光
ダイオード素子１１を露出するのに用いられる貫通開口８１００を有し、複数の光反射素
子８２は取り囲むようにキャリアベース８１に接続されてもよい（又は、複数の光反射素
子８２は、順番に相互に連なってキャリアベース８１を囲んでいてもよい）。又、頂部耐
放射線性素子２０はキャリアベース８１を支えるように構成することができ、キャリアベ
ース８１は第１の耐放射線性透光素子３１を支えるように構成することができる。注意す
べきことは、とある実行可能な実施例において、第１の耐放射線性透光素子３１が第１の
鉛含有透光素子として構成できる際には、第１の鉛含有透光素子はキャリアベース８１上
に取り外し可能に設置された第１の鉛含有ガラス板又は第１の鉛含有プラスチック板とし
て構成可能である。とある実行可能な実施例において、第１の耐放射線性透光素子３１が
第１のホウ素含有透光素子として構成できる際には、第１のホウ素含有透光素子は、キャ
リアベース８１上に取り外し可能に設置された第１のホウ素含有ガラス板又は第１のホウ
素含有プラスチック板として構成することができる。しかしながら、上述した例は、あく
までも実行可能な実施例の一つにすぎず、本考案を限定するものではない。
【００１９】
注意すべきことは、例えば、図１、図３、図５、及び図６に示すように、耐放射線性発光
ダイオードランプモジュールＭは、耐放射線性ランプ支持構造９を更に含んでもよく、耐
放射線性ランプ支持構造９は少なくともランプハウジング９１、ステンレスキャリア９２
と、グラファイト含有基板９３と、アルミニウム含有基板９４とを含むことができ、ステ
ンレスキャリア９２は、ランプハウジング９１上に取り外し可能に設置することができ、
グラファイト含有基板９３はランプハウジング９１内に取り外し可能に設置することがで
き、アルミニウム含有基板９４はグラファイト含有基板９３上に取り外し可能に設置する
ことができ、アルミニウム含有基板９４は、底部耐放射線性素子４０、及び周囲耐放射線
性素子５０を支えるように構成することができる。更に言えば、異なる需要に応じて、ス
テンレスキャリア９２の厚みは、１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内（例えば、１０
００μｍ乃至５０００μｍの範囲内の任意の正の整数）であってもよく、グラファイト含
有基板９３の厚みは、１０００μｍ乃至５０００μｍの範囲内（例えば、１０００μｍ乃
至５０００μｍの範囲内の任意の正の整数）であってもよく、アルミニウム含有基板９４
の厚みは、３０００μｍ乃至７０００μｍの範囲内（例えば、３０００μｍ乃至７０００
μｍの範囲内の任意の正の整数）であってもよい。注意すべきことは、とある実行可能な
実施例において、第２の耐放射線性透光素子３２が第２の鉛含有透光素子として構成でき
る際には、第２の鉛含有透光素子は、ランプハウジング９１上に取り外し可能に設置され
た第２の鉛含有ガラス板又は第２の鉛含有プラスチック板として構成することができる。
とある実行可能な実施例において、第２の耐放射線性透光素子３２が第２のホウ素含有透
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光素子として構成することができる際には、第２のホウ素含有透光素子は、ランプハウジ
ング９１上に取り外し可能に設置された第２のホウ素含有ガラス板又は第２のホウ素含有
プラスチック板として構成することができる。しかしながら、上述した例は、あくまでも
実行可能な実施例の一つにすぎず、本考案を限定するものではない。
【００２０】
注意すべきことは、例えば、図４及び図８に合わせて示すように、ランプハウジング９１
を取り外し可能且つ可動的に天井サポート構造Ｓ上に設置することで、耐放射線性発光ダ
イオードランプモジュールＭの設置角度を天井サポート構造Ｓに対して調整可能と構成す
ることができる。こうして、とある実行可能な実施例において、耐放射線性発光ダイオー
ドランプモジュールＭが天井サポート構造Ｓによって高放射線環境下に実装される（例え
ば、Ｘ線（Ｘ－ｒａｙ）又はγ線（Ｇａｍｍａ  ｒａｙ）を有する電磁波環境中に実装さ
れる、もしくはα線（Ａｌｐｈａ  ｒａｙ）、β線（Ｂｅｔａ  ｒａｙ）、又は中性子線
（ｎｅｕｔｒｏｎ  ｒａｄｉａｔｉｏｎ）を有する粒子放射線環境中に実装される）際に
は、照明光生成構造１は少なくとも頂部耐放射線性素子２０、第１の耐放射線性透光素子
３１、底部耐放射線性素子４０、及び周囲耐放射線性素子５０によって完全に覆われ得る
（又は第２の耐放射線性透光素子３２、光反射カバー構造８、及び耐放射線性ランプ支持
構造９の耐放射線性補助部材を更に組み合わせてもよい）ので、照明光生成構造１が高放
射線環境下で受け得る放射線損傷（Ｒａｄｉａｔｉｏｎ  ｄａｍａｇｅ）を効果的に低減
することができる。しかしながら、上述した例は、あくまでも実行可能な実施例の一つに
すぎず、本考案を限定するものではない。
【００２１】
注意すべきことは、例えば、図１、図４、及び図８に合わせて示すように、第２の耐放射
線性透光素子３２の外周領域が耐放射線性レベル情報（例えば、異なる色又は異なるパタ
ーンが異なる放射線吸収線量を表すことにより、耐放射線性発光ダイオードランプモジュ
ールＭの製品のレベル識別度を向上できる）を提供するように構成してもよい。従って、
耐放射線性発光ダイオードランプモジュールＭが既に天井サポート構造Ｓによって高放射
線環境下に実装されている場合であっても、使用者は第２の耐放射線性透光素子３２の外
周領域により提供される耐放射線性レベル情報（例えば、放射線吸収線量は、１５６ｋＧ
ｙ又は３１２ｋＧｙであってもよい）によって、耐放射線性発光ダイオードランプモジュ
ールＭの耐放射線性レベルを取得又は理解することができる。しかしながら、上述した例
は、あくまでも実行可能な実施例の一つにすぎず、本考案を限定するものではない。
【００２２】
注意すべきことは、例えば、図５及び図６に合わせて示すように、各発光ダイオード素子
１１を垂直投影すると第１の耐放射線性透光素子３１、及び底部耐放射線性構造４上に完
全に収まる（即ち、複数の発光ダイオード素子１１は、同時に第１の耐放射線性透光素子
３１及び底部耐放射線性構造４の両者の間に対応するように設置することができ、複数の
発光ダイオード素子１１の水平分布領域は第１の耐放射線性透光素子３１の水平分布領域
又は底部耐放射線性構造４の水平分布領域よりも小さくなる）ことができ、各電子素子１
２を垂直投影すると頂部耐放射線性素子２０及び底部耐放射線性構造４上に完全に収まる
（即ち、複数の電子素子１２は同時に頂部耐放射線性素子２０及び底部耐放射線性構造４
の両者の間に対応するように設置することができ、複数の電子素子１２の水平分布領域は
、頂部耐放射線性素子２０の水平分布領域又は底部耐放射線性構造４の水平分布領域より
も小さくなる）ことができる。しかしながら、上述した例は、あくまでも実行可能な実施
例の一つにすぎず、本考案を限定するものではない。
【００２３】
注意すべきことは、例えば、図５、図６、及び図８に合わせて示すように、耐放射線性発
光ダイオードランプモジュールＭが、天井サポート構造Ｓによって高放射線環境に実装さ
れている場合には、複数の発光ダイオード素子１１が照明ビーム（又は照明光源）を生成
するように構成できる際には、複数の発光ダイオード素子１１の生成する照明ビームは、
頂部耐放射線性素子２０の貫通開口２０００、キャリアベース８１の貫通開口８１００、

10

20

30

40

50



(13) JP　3252670　U　2025.9.1

第１の耐放射線性透光素子３１、及び第２の耐放射線性透光素子３２をこの順に通過する
ことで、使用者の必要とする照明光源を提供することができる。しかしながら、上述した
例は、あくまでも実行可能な実施例の一つにすぎず、本考案を限定するものではない。
【００２４】
［第２の実施例］
図９を参照し、本考案の第２の実施例が提供する耐放射線性透光構造３は、耐放射線性発
光ダイオードランプモジュールに適用することができる。図９と図７を比較するとわかる
ように、本考案第２の実施例と第１の実施例の最も主要な差異は、第２の実施例において
は、第２の耐放射線性透光素子３２は粘着剤層Ｈによって、第１の耐放射線性透光素子３
１上に位置決めされているので、第１の耐放射線性透光素子３１及び第２の耐放射線性透
光素子３２は、粘着剤層Ｈによって単一の光学部材となるように結合されている。例えば
、異なる需要に応じて、第１の実施例が提供する耐放射線性発光ダイオードランプモジュ
ールＭは、第１の実施例が提供する耐放射線性透光構造３（図７に示す通り）又は第２の
実施例が提供する耐放射線性透光構造３（図９に示す通り）を選択的に採用することがで
きる。
【００２５】
［第３の実施例］
図１０を参照し、本考案の第３の実施例が提供する耐放射線性透光構造３は、耐放射線性
発光ダイオードランプモジュールに適用することができる。図１０と図７を比較（又は図
１０と図９を比較）するとわかる通り、本考案第３の実施例と第１の実施例（又は第２の
実施例）の最も主要な差異は、第３の実施例においては、第１の耐放射線性透光素子３１
と第２の耐放射線性透光素子３２は互いに積み重なって設置される、もしくは互いに直接
接触するように構成することができる（即ち、第１の耐放射線性透光素子３１と第２の耐
放射線性透光素子３２は、互いに独立した二つの光学部材であってもよい）。例えば、異
なる需要に応じて、第１の実施例が提供する耐放射線性発光ダイオードランプモジュール
Ｍは、第１の実施例が提供する耐放射線性透光構造３（図７に示す通り）、第２の実施例
が提供する耐放射線性透光構造３（図９に示す通り）、又は第３の実施例が提供する耐放
射線性透光構造３（図１０に示す通り）を選択的に採用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
［実施例の有益な効果］
本考案における有益な効果の一つは、本考案の提供する耐放射線性発光ダイオードランプ
モジュールは、「頂部耐放射線性構造２は、照明光生成構造１の上方に設置された頂部耐
放射線性素子２０を少なくとも含み得る」、「耐放射線性透光構造３は、照明光生成構造
１の上方に設置された第１の耐放射線性透光素子３１と、第１の耐放射線性透光素子３１
の上方に設置された第２の耐放射線性透光素子３２とを少なくとも含み得る」、「底部耐
放射線性構造４は、照明光生成構造１の下方に設置された底部耐放射線性素子４０を少な
くとも含み得る」、及び「周囲耐放射線性構造５は、照明光生成構造１の周囲に設置され
た周囲耐放射線性素子５０を少なくとも含み得る」といった技術的特徴によって、照明光
生成構造１が高放射線環境下で受け得る放射線損傷（Ｒａｄｉａｔｉｏｎ  ｄａｍａｇｅ
）を低減することができる。
【００２７】
以上に開示された内容は、あくまでも本考案の好ましい実行可能な実施例であり、本考案
の請求の範囲はこれに制限されない。そのため、本考案の明細書及び図面内容を利用して
成される全ての等価な技術変更は、いずれも本考案の請求の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００２８】
Ｍ…耐放射線性発光ダイオードランプモジュール
１…照明光生成構造
１０…回路基板
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１１…発光ダイオード素子
１２…電子素子
１３…耐放射線性絶縁カバー本体
２…頂部耐放射線性構造
２０…頂部耐放射線性素子
２０００…貫通開口
３…耐放射線性透光構造
３１…第１の耐放射線性透光素子
３２…第２の耐放射線性透光素子
４…底部耐放射線性構造
４０…底部耐放射線性素子
５…周囲耐放射線性構造
５０…周囲耐放射線性素子
６…第１の位置制限構造
７…第２の位置制限構造
８…光反射カバー構造
８１…キャリアベース
８１００…貫通開口
８２…光反射素子
９…耐放射線性ランプ支持構造
９１…ランプハウジング
９２…ステンレスキャリア
９３…グラファイト含有基板
９４…アルミニウム含有基板
Ｓ…天井サポート構造
Ｈ…粘着剤層
Ｄ…所定距離
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【図１】
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【図１０】
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